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(57) Abstract: A method for producing lamps proposes the provision of a carrier serving as a heat sink, comprising a planar chip
assembly region. The planar chip assembly region is structured so as to create a first partial region and at least one second partial
region. To this end, the first partial region has a solder-repelling property after structuring. Thereafter, a solder is applied onto the
planar chip assembly region, so that it moistens the at least one second partial region. At least one optoelectronic body is attached
in the at least one second partial region to the carrier by way of the solder. Finally, contacts are formed on the optoelectronic lumi-
nous element for supplying electric energy.

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Fertigung von Leuchtmitteln schldgt ein Bereitstellen eines als Warmesenke dienen-
den Trégers vor, der einen flachigen Chipmontagebereich umfasst. Der flachige Chipmontagebereich wird zur Erzeugung eines
ersten Teilbereichs und wenigstens eines zweiten
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Teilbereichs strukturiert. Hierbei weist der erste Teilbereich nach dem Strukturieren eine lotabweisende Figenschaft auf. Anschlie-
Bend wird ein Lot auf den flachigen Chipmontagebereich aufgebracht, sodass dieses den wenigstens einen zweiten Teilbereich be-
netzt. Wenigstens ein optoelektronischer Kérper wird in den wenigstens einen zweiten Teilbereich mit dem Lot am Tréger befes-
tigt. Schlieflich werden zur Zufiihrung elektrischer Energie an den optoelektronischen Leuchtkérper Kontaktierungen ausgebildet.
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Beschreibung

Verfahren zur Fertigung von Leuchtmitteln

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung 102008063325.9, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fertigung von
Leuchtmitteln und insbesondere ein Verfahren zur Fertigung

von Baugruppen mit optoelektronischen Bauelementen.

Anwendungen mit optoelektronischen Bauelementen gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. Hierzu gehdren neben einfachen Leucht-
mitteln wie Lampen auch Hintergrundbeleuchtungen, beispiels-
weise fur LCD-Bildschirme oder Monitore. Dabei bezeichnet der
Begriff optoelektronischen Bauelement ein Element, das in ei-
nem Betrieb bei einer Versorgung mit elektrischer Energie
Licht emittiert. Hierzu gehdren neben Leuchtdioden auf Halb-
leiterbasis auch organische Leuchtdioden, Kombinationen aus
organischen und anorganischen zur Lichtemission geeignete

Verbindungen und andere lichtemittierende Bauelemente.

In einigen Anwendungen sind sehr hohe Lichtleistungen erfor-
derlich, beispielsweise fir Projektoren. Hierbei werden vor
allen Dingen Leuchtkdérper eingesetzt, die in unterschiedli-
chen Farben Licht emittieren, sodass sich eine weifle Misch-

farbe ergibt.

Um mdéglichst hohe Leuchtdichten zu erreichen, werden haufig
verschiedene optoelektronische Bauelemente auf einem gemein-
samen Chip platziert und anschliefifend durch entsprechende Zu-

leitungen angesteuert und mit Energie versorgt. Die Untertei-
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lungvin verschiedene einzelne Chips hat den Vorteil, dass
sich einerseits Leuchtkraft und Farbe besser regulieren las-
sen und andererseits die Ausfallwahrscheinlichkeit verringert
bzw. die Reparaturmdglichkeiten verbessert werden. Demgegen-
Uber kann sich aufgrund einer ungenauen Platzierung eine un-
gleichmaffige Lichtverteilung und Leuchtdichte ergeben, was

sich stdrend bemerkbar machen kann

Daher besteht das Bedlrfnis, bei der Fertigung derartiger
Leuchtmittel ein Verfahren vorzusehen, bei dem eine hdhere

und gleichméffigere Leuchtdichte erreichbar ist.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des unabhangigen Ver-

fahrensanspruchs geldst.

Weiterbildungen und Ausgestaltungsformen der Erfindung sind

Gegenstand der Unteranspruche.

Nach dem vorgeschlagenen Prinzip kann die Leuchtdichte und

die GleichmaRigkeit, vereinfacht auch als Etendue bezeichnet
durch eine geeignete Strukturierung eines flachigen Chipmon-
tagebereichs, auf dem die einzelnen Leuchtkdérper aufgebracht

sind, verbessert werden.

Zu diesem Zweck wird in einer Ausgestaltung ein als Warmesen-
ke dienender Trager bereitgestellt, der einen flachigen Chip-
montagebereich umfasst. Der Trager kann einen Metallkern, ein
Metallsubstrat mit einem derartigen flachigen Chipmontagebe-
reich aufweisen. Ebenso kann als Trager ein Keramiksubstrat
mit einem metallisierten Chipmontagebereich, ein PCB (Printed
Circuit Board) mit einem flachigen ggf. metallisierten Chip-
montagebereich oder auch ein Leadframe mit einem derartigen

Bereich vorgesehen sein. Abhangig von dem jeweiligen Trager
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wird der spatere Chipmontagebereich vorbehandelt, beispiels-
weise metallisiert. Als Tradger ist jedes SMT-fahiges Substrat
geeignet, dass in Teilbereichen metallisiert werden kann, um

einen flachigen Chipmontagebereich zu bilden

Der flachige Chipmontagebereich wird zur Erzeugung eines ers-
ten Teilbereichs und wenigstens eines zweiten Teilbereichs
strukturiert. Die Strukturierung erfolgt derart, dass der
erste Teilbereich nach dem Strukturieren eine lotabweisende
Eigenschaft aufweist. Alternativ wird durch die Strukturie-
rung des Chipmontagebereichs der erste Teilbereich lotabwei-
send, so dass der Chipmontagebereich im ersten Teilbereich

lotabweisend und im zweiten Teilbereich lotanziehend ist.

Unter den Begriffen "lotabweisend" oder "lotabweisende Eigen-
gchaft" wird eine Eigenschaft des ersten Teilbereichs ver-
standen, die dazu flihrt, dass bei einem spateren Aufbringen
eines Lotes oder Lotmittels diese den ersten Teilbereich
nicht oder kaum benetzen. Folglich konzentriert sich nach dem
Aufbringen eines Lots auf dem flachigen Chipmontagebereich

das Lot vor allem im zweiten Teilbereich und benetzt diesen.

Anschlieflend wird wenigstens ein optoelektronischer Kbrper,
vorzugsweise ein optoelektronisches Halbleiterbauelement auf
das Lot in dem wenigsten einen zwelten Teilbereich aufge-
bracht und mit dem Trager fest verbunden. Durch die Struktu-
rierung und die Erzeugung des lotabweisenden ersten Teilbe-
reichs wird der auf dem Lot aufgebrachte optoelektronische
Kbrper somit im zweiten Teilbereich fixiert. Wahrend der Fer-
tigung im flissigen Zustand des Lots "folgt" der auf dem Lot
schwimmende optoelektronische Kérper dem Lot in den zweiten
Teilbereich, da nur in diesem Teilbereich das Lot den Chip-

montagebereich benetzt.
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Die Strukturierung des flachigen Chipmontagebereichs in Teil-
bereiche mit lotabweisender und lotaﬁziehender oder benetzen-
der Eigenschaft erlaubt somit Teilbereiche auszubilden, in
denen ein oder mehrere optoelektronische Koérper fixiert und
durch ein vorher aufgebrachtes Lot mit dem Chipmontagebereich

verbunden werden.

Anschliefend kann eine elektrische Kontaktierung, geeignet
zur Zufihrung elektrischer Energie an den optoelektronischen

Leuchtkdrper, ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung ist es diesbezlglich zweckmdfiig, den
als Warmesenke dienenden Trager bereits als Elektrode bzw.
den flachigen Chipmontagebereich als Elektrode auszubilden.
In diesem Fall dient der flachige Chipmontagebereich nicht
nur als Teil der Warmesenke, sondern auch als elektrischer

Kontakt an das optoelektronische Bauelement.

In einer Ausgestaltung umfasst der flachige Chipmontagebe-
reich in dem zweiten Teilbereich wenigstens eine metallische,
durch das Lot zumindest teilweise benetzbare Teilschicht. Die
Teilschicht kann beispielsweise Gold, Silber oder ein anderes
nicht oxidierendes Material umfassen. In einer Ausfuhrungs-
form umfasst der flachige Montagebereich verschiedene Uber-
einander angeordnete Teilschichten aus unterschiedlichen Me-
tallen. Diese Metalle kénnen beispielsweise Nickel, Kupfer,
Aluminium, Silber, Gold, Titan oder Wolfram umfassen. Dabei
kann eine Goldschicht Uber einer Nickelschicht aufgebracht
sein, um eine Diffusion von Gold in darunter liegende Teil-

schichten, beispielsweise aus Kupfer, 2zu verhindern.
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In einer Ausgestaltungsform des Verfahrens wird vorgeschla-
gen, zur Strukturierung des Chipmontagebereiches und Erzeu-
gung des ersten Teilbereichs Teile der Goldschicht innerhalb
des Chipmontagebereichs zu entfernen und die darunter liegen-
de Nickelschicht zu oxidieren. Durch die Oxidation der darun-
ter liegenden Schicht, insbesondere einexr Nickelschicht, wird
ein erster Teilbereich geschaffen, der eine lotabweisende Ei-
genschaft aufweist, sodass das darauf aufgebrachte Lot diesen

Teilbereich nicht oder nur sehr gering benetzt.

In einer Ausgestaltung wird eine derartige Strukturierung er-
reicht, indem eine optische Lichtquelle, vorzugsweise ein La-
ser, bereitgestellt wird. Anschlieffend wird zur Erzeugung der
Strukturierung des fladchigen Chipmontagebereichs der erste
Teilbereich des flachigen Chipmontagebereichs mit der opti-
schen Lichtquelle bestrahlt und so wenigstens eine der metal-
lischen Teilschichten oxidiert. In einem Ausfihrungsbeispiel
wird durch die Bestrahlung ein Oberflachenmaterial des ersten
Teilbereichs geschmolzen oder verdampft und ein darunter lie-
gendes freigelegtes Material oxidiert. Dieses darunter lie-
gende oxidierte Material weist die lotabweisenden Eigenschaf-
ten auf. Beispielsweise kann das Oberflachenmaterial Gold,
Aluminium oder Silber sein, welches durch die Bestrahlung
vorzugsweise mittels eines Lasers verdampft wird. Ein eine
weitere Teilschicht bildendes darunter liegendes Material
wird freigelegt. Dieses kann beisgpielsweise Nickel umfassen.
Das freigelegte Material wird dann oxidiert, beispielsweise
mit Hilfe der optischen Strahlungsquelle, aber auch durch an-

dere physikalische oder chemische Verfahren.

Im Fall einer freigelegten Nickelschicht wird diese durch den
Laserstrahl oxidiert und das so oxidierte Nickel ist lotab-

welsend.
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Allgemein kann zur Erzeugung eines Materials mit einer lotab-
weisenden Eigenschaft ein Oberfl&chenmaterial des flachigen
Chipmontagebereichs durch physikalische oder chemische Ver-
fahren chemisch ver&ndert werden und eine Verbindung einge-

hen.

In einer anderen Ausgestaltung wird der fl&chige Chipmontage-
bereich strukturiert, indem eine L&tstoppschicht auf dem fla-
chigen Chipmontagebereich aufgebracht wird. Diese Lotstopp-
schicht ist ebenfalls lotabweisend. Anschlieflend wird die
Lotstoppschicht zur Erzeugung des ersten und zweiten Teilbe-
reichs strukturiert und dann im zweiten Teilbereich entfernt,
sodass die darunter liegende Oberflache des zweiten Teilbe-
reichs des Chipmontagebereichs wieder freigelegt wird. Eine
Strukturierung der Loétstoppschicht kann beispielsweise durch
geeignete Maskenverfahren und Belichtung erfolgen. Die Ubrige
Lotstoppschicht verbleibt unter Bildung des ersten Teilbe-

reichs auf dem Chipmontagebereich.

In einer weiteren Ausgestaltung wird eine Lotstoppschicht auf
den flachigen Chipmontagebereich direkt selektiv aufgebracht
und so der erste Teilbereich definiert. Auch hierbei ist die
Lotstoppschicht lotabweisend. Ein derartiges Aufbringen kann
beispielsweise Uber ein Schablonenverfahren oder ein Lotdis-
pensverfahren erfolgen. Sofern notwendig, lassen sich an-
schliefRend durch Freilegen und/oder Bearbeiten von Abschnit-
ten des zweiten Teilbereichs diese von einer ungewlnscht auf-
gebrachten Ldtstoppschicht reinigen, sodass der zweite Teil-

bereich wieder die durch Lot benetzbare Oberflache umfasst.

Zum Aufbringen eines Lots auf den flachigen Chipmontagebe-

reichs innerhalb des zweiten Teilbereichs bietet sich ein
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Lotdispensverfahren an. Dies ist insbesondere von Vorteil,
wenn der Chipmontagebereich innerhalb des Tragers tiefer ge-
legt ist als der ihn umgebende Bereich, der beispielsweise
die Zuleitung oder andere elektrische Kontakte enthalten

kann.

In einer anderen Ausgestaltung wird ein als Warmesenke die-
nender Trager mit einem flachigen Chipmontagebereich bereit-
gestellt und auf diesem eine Kontaktierungsschicht aufge-
bracht. Der Tra&ger kann ein PCB, ein Keramiksubstrat, ein Me-
tallkern, ein Kunststoff oder auch eine Kombination aus die-

sen Tragermaterialien sein.

Auflerhalb des Chipmontagebereichs wird eine dielektrische
Schicht flachig auf den Tra&ger aufgebracht, um einen Kurz-
schluss mit dem Chipmontagebereich zu vermeiden. Auf der die-
lektrischen Schicht werden nun Leiterbahnen und Kontaktpads
sowie andere notwendige Elemente aufgedampft, abgeschieden
oder anderweitig aufgebracht. Der Chipmontagebereich wird
weiterhin zur Erzeugung des ersten bzw. zweiten Teilbereichs
entsprechend strukturiert und anschliefiend ein Lotmaterial,
beispielsweise mittels Lotdispensverfahrens, auf den wenigs-
tens einen zweiten Teilbereich abgeschieden. Durch die Struk-
turierung des flachigen Chipmontagebereichs wird das Lot in
den wenigstens einen zweiten Teilbereich gezwungen und be-
netzt diesen. Anschlieflend koénnen verschiedene optoelektroni-
sche Bauelemente auf dem Lot in dem wenigstens einen zweiten
Teilbereich aufgesetzt und durch Erhitzen des Lots innig mit
dem Chipmontagebereich verbunden werden. In einem letzten
Schritt wird eine elektrische Kontaktierung zur Zufihrung e-

lektrischer Energie vorgenommen.
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Die elektrische Kontaktierung kann beispielsweise Uber Wire-
bonden erfolgen, bei dem Bonddrahte einerseits mit den optoe-
lektronischen Leuchtkdérpern und andererseits mit Kontaktpads

auferhalb des Chipmontagebereichs verbunden werden.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird der Chip-
montagebereich in verschiedene zweite Teilbereiche unter-
teilt, von denen jeweils zwei benachbarte durch einen Ab-
schnitt des ersten Teilbereichs getrennt sind. Auf diese Wei-
se lassen sich mehrere optoelektronische Leuchtkdérper in
raumlich leicht getrennten, jedoch sehr eng beabstandeten Be-
reichen auf dem Chipmontagebereich befestigen. Beispielsweise
ist es mdbglich, optoelektronische Leuchtkdrper, ausgefihrt
zur Emission von Licht unterschiedlicher Wellenlange auf dem
Chipmontagebereich so anzuordnen, dass sich ein gewlinschtes
Gesamtleuchtmuster ergibt. Insbesondere Migchfarben, bei-
spielsweise die Farbe weifs, lassen sich durch Anordnen ver-
schiedener Leuchtkdérper auf dem Chipmontagebereich realisie-
ren. Dabei kann durch eine geeignet dinne Strukturierung des
ersten Teilbereichs zwischen zwei Teilbereichen ein im We-
sentlichen lickenloses Aneinanderfliigen der verschiedenen op-

toelektronischen Leuchtkdorper erreicht werden.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausfihrungs-
beispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im Detail na-

her erlautert. Es zeigen:

Figur 1 eine Querschnittsdarstellung eines Leuchtmittels,

hergestellt nach dem vorgeschlagenen Prinzip,

Figur 2 eine Draufsicht Uber einen flachigen Chipmontagebe-
reich eines Leuchtmittels nach dem vorgeschlagenen

Prinzip,
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Figur 3 eine Draufsicht Uber einen Chipmontagebereich in

einer alternative Ausfiihrung,

Figuren 4A bis 4E Querschnittsdarstellungen sowie Drauf-
sichten zur Erlauterung eines Ausfihrungsbeispiels

des Verfahrens,

Figuren 5A bis 5D ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel des Ver-
fahrens zur Fertigung von Leuchtmitteln in Drauf-

sicht.

In den folgenden Ausfihrungsbeispielen und Figuren koénnen
gleiche oder gleich wirkende Bestandteile mit gleichen Be-
zugszeichen versehen sein. Die Figuren und die Gréflenverhalt-
nisse, insbesondere auch die Gréffenverhdltnisse einzelner
Teilbereiche und Schichten zueinander, sind grundsatzlich
nicht als maRstabsgerecht zu betrachten. Vielmehr dienen sie
zur Verdeutlichung einzelner Aspekte der Erfindung. Zum bes-
seren Verstandnis oder besseren Darstellbarkeit koénnen diese

ubertrieben groff bzw. dick dargestellt sein.

Figur 1 zeigt in Querschnittsdarstellung einen Ausschnitt ei-
nes Leuchtmittels, wie er nach einem Verfahren gemaff dem vor-
geschlagenen Prinzip hergestellt wurde. Das Leuchtmittel 1
ist hierzu auf einem als Warmesenke dienenden Tré&ger 10a auf-
gebracht. Dieser Trager umfasst einen durchgehenden Kupfer-
kern 10, der eine ausreichende Stabilitat aufweist und dessen
Warmekapazitat ausreichend grofd ist, um die im Betrieb durch
den Leuchtkdrper 100 entstandene Warme abzufihren. Der Kup-
ferkern 10 hat darUber hinaus den Vorteil, dass er als ruck-

seitige Elektrode flr den Leuchtkdorper 100 dienen kann.
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Alternativ kann auch ein Keramiksubstrat als Trager mit einem

metallisierten Chipmontagebereich verwendet werden.

Auf dem Kupferkern 10 sind zur besseren Befestigung von op-
toelektronischen Bauelementen 100 zusatzliche Teilschichten
11 und 12 aufgebracht. Diese ermdglichen eine gute Benetzung
eines spater aufgebrachten Lots, auf dem der Leuchtkdrper 100
befestigt wird. Die einzelnen Teilschichten umfassen im vor-
liegenden Ausfihrungsbeispiel eine Teilschicht aus Nickel 11
sowie eine darauf dinn aufgebrachte Goldschicht 12. Die Gold-
schicht 12 verhindert eine ungewlinschte Oxidation der darun-
ter befindlichen Schichten und verlangert somit die Lebens-

dauer.

Auf der Goldschicht 12, die Uber die Nickelteilschicht 11 mit
dem Kupferkern 10 in elektrisch leitendem Kontakt steht, ist
in Teilbereichen eine dielektrische Schicht 13 aufgebracht.
Auf dieser sind Kontaktfahnen 14 aufgedampft, die spater Uber
Bonddrahte 117 die Kontaktierung an den Leuchtkdrper 100 er-

mdglichen.

Im Chipmontagebereich A sind die Teilschichten 11 und 12 in
einzelnen Teilbereichen 17 strukturiert, um eine Fixierung
des Leuchtkdérpers 100 auf einem Lot 15 zu gewahrleisten. Die-
gses Lot 15 ist in einem zweiten Teillbereich 12a aufgebracht,
der von den strukturierten Teilbereichen 17 umgeben ist. Wie
zu erkennen, benetzt das Lot die strukturierten Teilbereiche
17 nicht, sondern lediglich den zweiten Teilbereich 12a des
Chipmontagebereichs. Das auf dem Lot aufgebracht und befes-
tigte optoelektronische Bauelement wird so in dem zweiten
Teilbereich 12a fixiert. Der Leuchtkdrper 100, beispielsweise
in Form einer Leuchtdiode umfasst eine rlckseitig angeordnete

Spiegelschicht 115 zur Verbesserung der Lichtauskopplung.
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Weiterhin enth&lt er eine oder mehrere Teilschichten 42, wo-
bei wenigstens eine der Teilschichten eine zur Lichtemission
geeignete Schicht aufweist. In einer Ausfihrungsform kann der
Leuchtkdérper als Dunnfilmleuchtdiode ausgebildet sein. Ent-
sprechende Herstellungsarten derartige Leuchtkdérper sind dem
Fachmann bekannt, sodass von einer erneuten Erlauterung abge-

sehen wird.

In diesem Ausfuhrungsbeispiel besitzt der Leuchtkdrper 100
auf seiner Oberflache einen Kontakt 116, der Uber einen Bond-
draht 117 mit einem entsprechenden Kontaktpad und einer Kon-
taktfahne 14 auf der Oberfldche des Leuchtmittels und der
dielektrischen Schicht 13 befestigt ist.

Die strukturierten ersten Teilbereiche 17 sind mit einer dun-
nen Nickeloxidschicht 16 bedeckt. Diese Nickeloxidschicht,
die durch das Entfernen der Goldschicht und anschliefiende O-
xidation erzeugt wird, ist lotabweisend, sodass beim Auftra-
gen von Lotmaterial auf den Chipmontagebereich diese Teilbe-
reiche nicht benetzt werden. Verschiedene Adhésionskrafte
ziehen anschlieffend einen auf dem Lot aufgebrachten Leucht-
kérper in die Teilbereiche mit dem meisten Lot. Dadurch lasst
sich durch Strukturieren des Chipmontagebereichs in Teilbe-
reiche 17 und 12a die Position eines Leuchtkdrpers innerhalb

des Chipmontagebereichs genau festlegen.

Zur Herstellung eines derartigen Leuchtmittels wird in diesem
Ausfihrungsbeispiel die Goldschicht 12a durch einen Laser
entfernt. Hierzu wird ein Laserstrahl auf den Chipmontagebe-
reich gerichtet und entlang gefihrt, sodass die Teilschicht
12 an den Stellen, die der Laserstrahl Uberstreicht, ver-
dampft uns so die Teilbereiche 17 definiert. Die zus&tzlich

eingebrachte Energie durch den Laserstrahl oxidiert mit Sau-
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erstoff gleichzeitig die darunter liegende Nickelschicht 11,
welche dann die lotabweisenden Eigenschaften aufweist. Beil
einem spéteren Aufbringen des Lots ist darauf zu achten, dass
ein verwendetes Flussmittel die Nickeloxidschicht 16 in den
strukturierten Teilbereichen 17 nicht erneut reduziert und so

die Strukturierung wieder aufhebt.

Nach der Strukturierung wird das Lot aufgebracht, beispiels-
weigse durch ein Lotdispensverfahren. Die aufgebrachten
Leuchtkérper 100 werden durch das Lot auf den zweiten Teilbe-
reichen 12a fixiert und daran befestigt. Anschlieflend kann
durch ein Wire-Bond-Verfahren die elektrische Kontaktierung
mit Kontaktdrahten 1l7an den Leuchtkdédrper bzw. das optoe-

lektronische Bauelement 100 erfolgen.

Figur 2 zeigt eine Draufsicht zur Erlauterung der unter-
schiedlichen Strukturierungsmdéglichkeiten. Die Darstellung
zeigt eine Draufsicht auf einen Chipmontagebereich, der einen
Teil eines grodéfReren Tragers bilden kann. Der Chipmontagebe-
reich umfasst zwei Hauptbereiche, die jeweils fir sich genom-
men wiederum in erste und zweite Teilbereiche strukturiert
sind. In einem ersten Hauptbereich ist der Chipmontagebereich
durch einen umlaufenden Teilbereich 24 strukturiert, sodass
eine darin freiliegende Flache 23 vorhanden ist. Diese bildet
den zweiten Teilbereich. Auf der Flache kann uber ein Dis-
pens-, ein Abscheide- oder ein Druckverfahren Lotmaterial
aufgebracht werden. Der umlaufende Teilbereich 24 weist hin-
gegen lotabweisende Eigenschaften auf, sodass sich das Lotma-

terial im Wesentlichen im Bereich 23 konzentriert.

Ein zweiter Hauptbereich des strukturierten Chipmontagebe-
reichs ist in zwei zweite Teilbereiche 22a und 22b unter-

teilt, die jeweils durch einen strukturierten Steg 21b von-
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einander getrennt sind. Auch hier sind die Teilbereiche 22a
und 22b vollstandig von einem lotabweisenden ersten Teilbe-
reich 2la umgeben. Lotmaterial, was in den zwei zweiten Teil-
bereichen 22a und 22b abgeschieden wird, bleibt durch den
strukturierten Steg 21b getrennt, sodass sich in dieser Aus-
fihrungsform beispielsweise zwei getrennte optoelektronische
Bauelemente auf den einzelnen Teilbereichen 22a und 22b plat-

zieren lassen.

Die Oberflachen der Teilbereiche 23 sowie 22a und 22b sind
metallisch, sodass das aufgebrachte Lotmaterial einerseits
zur Warmeabfuhr in einem Betrieb des optoelektronischen Bau-
elements dient und andererseits gleichzeitig einen ruckwarti-

gen elektrischen Kontakt bilden kann.

Die vorgeschlagene Strukturierung des Chipmontagebereichs er-
laubt es, unterschiedlich geometrisch angeordnete Teilberei-
che vorzusehen, in denen positionsgenau optoelektronische
Bauelemente platziert werden kdnnen. Dadurch lassen sich ins-
gesamt das Etendue und die Gleichmafigkeit der Lichtabstrah-
lung verbessern.

Figur 3 zeigt diesbezliglich einen Ausschnitt eines komplexe-
ren Chipmontagebereichs, bei dem rechteckfdrmige Teilbereiche
31 strukturiert sind. Diese sind um einen gemeinsamen Mittel-
punkt im Wesentlich kreisfdérmig angeordnet. Durch eine geeig-
nete Beschaltung auf dem Trager lassen sich die optoelektro-
nischen Bauelemente einzeln ansteuern und somit verschiedene

Lichtapplikationen realisieren.

Unterschiedliche Gréffe und Form der Teilbereiche erlauben es,
verschiedene optoelektronische Bauelemente vorzusehen und
gleichzeitig deren unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken

zu bericksichtigen. Beispielsweise sind so auch Mischfarben
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erzeugbar, indem zur Lichtemission mit unterschiedlichen Wel-
lenlidngen geeignete Bauelemente benachbart zueinander ange-
ordnet werden. Da der erste Teilbereich des Chipmontagebe-
reichs, der nach dem Strukturieren die lotabweisende Eigen-
schaft aufweist, sehr geringe Strichdicken umfassen kann,
lassen sich auch Bauelemente ausreichend nah nebeneinander
platzieren, ohne dass es im Betrieb zu einer Verminderung der
Lichtleistung oder der Abstrahlqualitdt kommt. Dabei ist es
sogar mdglich, durch geeignete Wahl der Dicke des lotabwei-
senden ersten Teilbereichs, der zwei benachbarte zweite Teil-
bereiche trennt, optoelektronische Bauelemente direkt neben-
einander mit einem Abstand kleiner als die Dicke des ersten

Teilbereichs anzuordnen und zu befestigen.

Gleichzeitig wird es mdglich, verschiedene optoelektronische
Bauelemente einzeln anzusteuern, um so auch unterschiedliche
Applikationen zu realisieren. Die Strukturierung des Chipmon-
tagebereichs erlaubt die Verwendung kleinerer optoelektroni-
scher Bauelemente, die gerade in der Fertigung fehlertoleran-
ter und weniger ausfalltrachtig als entsprechend grofflachige
Bauelemente sind.

Figuren 4A bis 4E zeigen ein Ausfihrungsbeispiel eines Ver-
fahrens zur Fertigung von Baugruppen mit optoelektronischen

Bauelementen.

In einem ersten Schritt gemdf Figur 4A wird ein als Warmesen-
ke dienender Trager 4 bereitgestellt. Dieser umfasst hier ei-
nen Kupferkern 40, der hauptséchlich als Wa&rmesenke dient,
kann jedoch auch andere Materialien beinhalten. Auf dem Kup-
ferkern 40 ist eine isolierende dielektrische Schicht 41 auf-
gebracht, welche einen Kurzschluss zwischen dem Kupferkern 40

und einer daruber befindlichen elektrisch leitfdhigen Schicht
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42 verhindern soll. Die dielektrische Schicht 41 weist hier

ebenfalls eine ausreichende Warmeleitfdhigkeit auf.

Die Schicht 42 umfasst mehrere Metallisierungsschichten, wel-
che hier aus Ubersichtsgrinden nicht ndher dargestellt sind.
Beispielsweise wird auf der dielektrischen Schicht 41 erst
eine Metallisierung aus Kupfer aufgebracht. Auf diese wird
anschlieffend Nickel aufgedampft und hierauf wiederum zur Ver-
hinderung von Oxidation eine dinne Goldschicht aufgebracht.
Die zwischen Kupfer und Gold angeordnete Nickelschicht ist
notwendig, um eine Diffusion des Goldes in die Kupferschicht
und eine anschlieffende Oxidation der Kupferschicht zu vermei-
den. Anstelle der hier vorgeschlagenen Kupfer-Nickel-Gold-
Beschichtung kénnen auch andere Materialien verwendet werden.
Beispielsweise eignen sich auch Teilschichten aus Kupfer und
Silber bzw. Nickel und Silber fir eine Befestigung spater

aufgebrachter Leuchtkodrper.

Die dielektrische Schicht 41 ist wenige Mikrometer dicht, die
daruber befindliche Kupfermetallisierungsschicht kann eine
Dicke von 35um bis 70 um oder mehr aufweisen, die Nickel-
schicht ca. 10um bis 20um betragen.

Zur Strukturierung des Chipmontagebereichs und einer Unter-
teilung in erste und zweite Teilbereiche, wobei der erste
Teilbereich lotabweisend wirken soll, wird nun grof3flachig
eine Lotstoppschicht auf der Teilschicht 42 abgeschieden. Das
Ergebnis ist in Figur 4B dargestellt. Anschlieflend wird mit-
tels Fotomaskenverfahren die Lotstoppschicht strukturiert und
in einzelne erste Teilbereiche 43a, 43b und 43c unterteilt.
Als Lotstoppschicht eignet sich beispielsweise auch ein be-
sonders unempfindlicher Fotolack, oder eine andere organische
Schicht. Diese sollte zumindest solange bestandig sein, bis

die Fertigung des Bauelementes abgeschlossen ist.
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Zwischen den einzelnen Teilbereichen 43a, 43b und 43c wird
der nun nicht belichtete Teil der als Loétstoppschicht wirken-
den Fotolackschicht entfernt und somit zweite Teilbereiche 44
definiert. Nach dem Entfernen der nicht belichteten Bereiche
liegt die Oberflache der Metallisierungsschicht 42 wieder

frei.

Figur 4D zeigt einen Ausschnitt eines Tragers in Draufsicht
zur Darstellung der einzelnen strukturierten ersten und zwei-
ten Teilbereiche 43a, 43b, 43c und 44. Der Schnitt entlang
der Achse I'-1I entspricht der Querschnittsdarstellung gemafs
Figur 4C. In den zweiten Teilbereichen 44 liegt die metalli-

sche Oberflache frei.

In einem unteren Bereich der Draufsicht sind zusatzlich Kon-
taktpads 45 freigelegt, die von einer dielektrischen Schutz-
schicht 46 umgeben sind. Die Querschnittsdarstellung entlang

der Linie II'-II ist in Figur 4E dargestellt. Auf der Metal-

- lisierungsschicht 42 ist zur elektrischen Isolation eine wei-

tere dielektrische Schicht 47 aufgebracht. Alternativ kann
diese Schicht 47 auch durch die L&tstoppschicht gebildet wer-
den, sofern diese elektrisch isolierend wirkt. Auf der die-
lektrischen Schicht 47 sind die Kontaktelemente 45 als Kon-
taktfahnen und Kontaktpads abgeschieden. Zur Verhinderung ei-
ner Oxidation der Kontaktpads und Reduzierung einer Kurz-
schlusswahrscheinlichkeit sind diese von einer weiteren die-
lektrischen Schutzschicht 46 umgeben. Die Kontaktfahnen zur
Zufihrung elektrischer Energie an die Kontaktpads 45 sind im
dargestellten Ausfihrungsbeispiel von der Schutzschicht 46

bedeckt.
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Folglich liegen lediglich die Kontaktpads 45 frei, die bei-
spielsweise Uber eine Bonddrahtverbindung mit den optoe-
lektronischen Bauelementen in den Teilbereichen 44 verbunden
sind. In einem hier nicht dargestellten Abschnitt des Tragers
4 gind in der dielektrischen Schicht 47 Kontaktldcher vorge-
sehen, welche einen elektrischen Kontakt zur metallischen
Schicht 42 und damit den optoelektronischen Bauelementen in

den Teilbereichen 44 ermdglichen.

Die Figuren 5A bis 5D zeigen ein weiteres Ausfihrungsbeispiel
eines Verfahrens zur Fertigung von Leuchtmitteln. Bei diesem
Verfahren wird ein als Warmesenke dienender Trager 50, bei-
spielsweise ein Kupferkern, ein Keramikkern, ein PCB, ein
Leadframe oder ein &hnlicher Trager mit hoher Warmeleitfahig-
keit in einem Chipmontagebereich 51 sowie in einem Wire-Bond-
Bereich 52 mit metallisch elektrisch leitfdhigen Schichten
bedeckt. Hierbei steht der Wire-Bond-Bereich 52 und der Chip-
montagebereich 51 in einem elektrischen leitenden Kontakt.
Die weiteren vorhandenen Aussparungen auf dem als Warmesenke
dienenden Trager stellen Befestigungselemente dar, mit denen
das spater hergestellte Bauelement an weiteren Elementen be-

festigt werden kann.

Figur 5B zeigt eine Duinn-Leiterplatte fir den modularen Auf-
bau mit den entsprechenden Aussparungen in Laminattechnik.
Die Dunn-Leiterplatte 50a umfasst einen Kunststoff, in den in
einer oder mehreren Lagen verschiedene Kontaktleitungen 55
bzw. 58 eingearbeitet sind. Auf der Oberfl&che der Dinn-
Leiterplatte sind Kontaktelemente 54, 54a, 56, 56a und 57 an-
geordnet. Diese liegen frei, wahrend die Kontaktleitungen 55
mit einer dinnen Schutzschicht zum Schutz vor Beschadigung
Uberzogen sein kénnen. Die Kontaktelemente umfassen bei-

spielsweise eine Kupferschicht bzw. eine dinne Kupfer-Nickel-
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Gold-Metallisierungsschicht. Einige der Kontaktfahnen 57 sind
Uber Zuleitungen 55 mit den Kontaktfahnen 54 verbunden. Zudem
ist eine zentrale Aussparung 53 vorgesehen, die einen spate-
ren Zugriff auf den strukturierten Chipmontagebereich 51 und
den strukturierten Wire-Bond-Bereich 52 gema&ff Figur 5A ermdg-
licht. Die weiteren Kontaktelemente 56a, 56 und 57 kdénnen mit

verschiedenen Bauelementen in SMD-Technik bestickt werden.

In einem nachsten Schritt wird die Dinn-Leiterplatte auf dem
als Warmesenke dienenden Trager 50 befestigt, beispielsweise
auflaminiert. Hierzu kann es zweckmafdig sein, vor dem Lami-

nieren eine dlnne Lackschicht auf dem Trager 50 unter Ausspa-
rung des Chipmontagebereichs 51 und des Wire-Bond-Bereichs 52
aufzubringen. Durch die Laminierung der Leiterplatte auf dem
Tradger wird eine innige Verbindung der Dunn-Leiterplatte mit
dem Trager realisiert. Gleichzeitig wirkt der Trager weiter-

hin als Warmesenke.

Die Kontaktelemente 54 sind nun benachbart zu der Aussparung
und dem strukturierten Chipmontagebereich 51 angeordnet. Eine
weitere Kontaktierung 54a befindet sich benachbart zu dem

strukturierten Wire-Bond-Bereich 52 des Tragers 50.

In einem weiteren Schritt, dargestellt in Figur 5D, wird nun
Lotpaste mittels Lotdispensverfahren auf den strukturierten
Chipmontagebereich 51 aufgebracht. Ein Zerflieffen des Lots
wird durch die Strukturierung des Chipmontagebereichs und die
Unterteilung in erste und zweite Teilbereiche verhindert, wo-
bei die ersten Teilbereiche des Chipmontagebereichs lotabwei-
sende Eigenschaften aufweisen. Dadurch benetzt das aufge-
bracht Lotmaterial lediglich die zweiten Teilbereiche. An-
schlief’end werden die Halbleiterbauelemente 60 auf dem Chip-

montagebereich angeordnet. Durch Adhasionskrafte zwingt die
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Lotpaste die einzelnen optoelektronischen Bauelemente in die
jeweiligen zweite Teilbereiche, wodurch sich die in der Figur

5D dargestellte regelmdffige Anordnung ergibt.

In diesem Ausfihrungsbeispiel erfolgte die Laminierung der
Dinnfilmplatte vor dem aufbringen des Lotes und der optoe-
lektronischen Bauelemente. Dies ist jedoch nicht zwingend.
Ebenso ist es mdglich, erst mittels verschiedener Verfahren,
z.B. Lotdispensverfahren oder Druckverfahren Lotmaterial auf
den Chipmontagebereich aufzubringen und damit die optoe-
lektronischen Bauelemente zu befestigen. Anschlieflend wird

dann die Diinnleiterplatte an dem Tréger befestigt.

In dem Ausfihrungsbeisgpiel in den Figuren 5A bis 5D werden
sechs einzelne optoelektronische Bauelemente in "2*3"-Form im
Chipmontagebereich befestigt. Entsprechend ist der Chipmonta-
gebereich in sechs rechteckfdérmige zweite Teilbereiche unter-
teilt. Die einzelnen Kontaktpads 54 werden uUber Bond-Wires
mit den Kontaktpads auf den optoelektronischen Bauelementen
60 verbunden. Der strukturierte Wire-Bond-Bereich 52 wird -
ber Kontaktdrdhte an das Kontaktpad 54a auf dem Laminattrager

angeschlossen.

Anschliefiend kann mittels Lotdispensverfahrens auf den weite-
ren Kontaktpads Lotmaterial abgeschieden und spatexr SMD-
Bauelemente 59c, 59b bzw. Chipbausteine 59a befestigt werden.
Ein aufgebrachter Schutzring 61 umgibt die Kontaktpads 54,
54a und den ausgesparten Bereich mit dem Chipmontagebereich
und die Wire-Bond-Bereiche 51 bzw. 52. Durch den Schutzring
61 ist es auch moéglich, das Lot flir die Kontaktpads 56, 57
und 56a anstatt mit Lotdispensverfahren auch anderweitig,

beispielsweise Siebdruck oder Schablonendruck, aufzubringen.
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Durch die Strukturierung eines Chipmontagebereichs zur Unter-
teilung in erste und zweite Teilbereiche lassen sich optoe-
lektronische Bauelemente und im Allgemeinen Leuchtkérper an
vorher gut definierten Positionen mittels eines Lotmaterials
befestigen. Dadurch wird eine Positionierung einzelner Bau-
elemente innerhalb eines grofdifldchigen Chipmontagebereichs

verbessert.

Zu diesem Zweck ist der erste Teilbereich nach dem Struktu-
rieren lotabweisend, d. h. ein aufgebrachtes Lotmaterial be-
netzt diesen Teilbereich nicht. Entsprechend werden bei einem
Anordnen optoelektronischer Bauelemente auf dem Lotmaterial
diese durch das Lotmaterial in den zweiten Teilbereich gezo-
gen und dort fixiert. Eine Strukturierung kann beispielsweise
durch entsprechendes Aufbringen von L&tstoppschichten erfol-
gen. Alternativ ist es auch mdglich, bereits auf dem als War-
mesenke dienenden Trager im Chipmontagebereich befindliche
Metallschichten zu entfernen bzw. zu oxidieren, sodass diese
lotabweisende Eigenschaften aufweisen. Gerade Letztere ermdg-
licht unter Verwendung von Laserstrukturierungsverfahren be-

sonders feine und schmale Strukturen.
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Patentansprlche

1. Verfahren zur Fertigung von Leuchtmitteln, umfassend:

- Bereitstellen eines als Warmesenken dienenden Tréagers
(10a, 4, 50), der einen flachigen Chipmontagebereich (20,
51) umfasst;

- Strukturieren des fla&chigen Chipmontagebereichs (51, 20)
zur Erzeugung eines ersten Teilbereichs (17, 24, 2la, 43)
und wenigstens einen zweiten Teilbereichs (12a, 22a, 22b,
23, 44), wobei der erste Teilbereich (17, 24, 21la, 43)
nach dem Strukturieren lotabweisend ist;

- Aufbringen eines Lotes auf den flachigen Chipmontagebe-
reich (51, 20), so dass dieses den wenigstens einen zwei-
ten Teilbereich (12a, 22a, 22b, 23, 44) benetzt;

- Aufbringen wenigstens eines optoelektronischen Bauelemen-
tes (100, 60) auf das Lot in dem wenigstens einen zweiten
Teilbereich (12a, 22a, 22b, 23, 44);

- Ausbilden einer elektrischen Kontaktierung geeignet zur
Zufihrung elektrischer Energie an das optoelektronischen

Bauelement (100, 60).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der flachige Chipmontage-
bereich (51, 20) in dem zweiten Teilbereich (12a, 22a,
22b, 23, 44) wenigstens eine metallische durxrch das Lot zu-

mindest teilweise benetzbare Teilschicht (12, 42) umfasst.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 2, bei dem das
Strukturieren des flachigen Chipmontagebereichs umfasst:

- Aufbringen einer Lotstopschicht (43) auf dem flachigen
Chipmontagebereich (51, 20), wobei die Ld&tstopschicht lot-
abweisend ist;

- Strukturieren der Lotstopschicht zur Erzeugung des ersten

und des zweiten Teilbereich (44) ;
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Entfernen der Lotstopschicht im zweiten Teilbereich (44).

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 2, bei dem das
Strukturieren des flachigen Chipmontagebereichs umfasst:
Aufbringen einer Létstopschicht auf dem ersten Teilbereich
des flachigen Chipmontagebereichs, wobei die Lotstop-
schicht lotabweisend ist;

eventuelles Freilegen und/oder Bearbeiten von Abschnitten
des zweiten Teilbereichs, so dass dieser eine durch Lot

benetzbare Oberflache aufweist.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 2, bei dem das
Strukturieren des flachigen Chipmontagebereichs umfasst:
Bereitgstellen einer optischen Lichtquelle, vorzugsweise
eines Lasers;

Strukturieren des flachigen Chipmontagebereichs zur Erzeu-
gung des zweiten Teilbereichs (12a) durch Bestrahlen des
ersten Teilbereichs (17) des flachigen Chipmontagebe-

reichs.

Verfahren nach Anspruch 5, bei dem durch das Bestrahlen
des ersten Teilbereichs ein Oberflachenmaterial des ersten
Teilbereichs geschmolzen oder verdampft wird und ein so
freigelegtes darunter liegendes Material oxidiert wird,
wobeil das oxidierte Material die lotabweisende Eigenschaf-

ten aufweist.

Verfahren nach einem der Angpriiche 1 bis 6, bei dem das
Bereitstellen eines als Warmesenken dienenden Tragers (50)
ein Bereitstellen eines Tragers mit einem Chipmontagebe-
reich umfasst, der eine Schichtenfolge (11, 12) aus zumin-
dest zwel die Teillschichten umfasst, von denen zumindest

eine wenigstens eines der folgenden Materialien umfasst:
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10.

- Nickel;

- Kupfer

- Aluminium
- Silber

- Gold

- Titan

- Wolfram.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, bei dem der
erste Teilbereich zumindest entlang den Randern des Chip-

montagebereichs verlauft.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 8, weiter umfas-
send:

Aufbringen einer dielektrischen Schicht (13, 50a) auf dem
Trager auflerhalb des Chipmontagebereichs;

Ausbilden metallischer Kontaktbahnen (14, 55) auf der die-
lektrischen Schicht;

Aufbringen wenigstens eines Bauelementes (59a) auf dem
Trager uns elektrisches Kontaktieren mit den Kontaktbah-

nen.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, weiter umfas-
send:
Ausbilden einer DUnnleiterplatte (50a) mit einer Ausspa-
rung, wenigstens einer metallischen Leitungsbahn (55) und
wenigstens einem Kontaktbereich (54);
Aufbringen der Dunnleiterplatte (50a) auf den Trager der-
art, dass die Aussparung Uber dem Chipmontagebereich zu
liegen kommt, wobei das Aufbringen des wenigstens eine op-
toelektronischen Kbérpers (60) vor oder nach dem Aufbringen

der Dinnleiterplatte erfolgt.



10

15

20

WO 2010/075831 PCT/DE2009/001693

11.

12.

13.

14.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, bei dem we-
nigstens zwei benachbarte zweite Teilbereiche durch einen

ersten Teilbereich getrennt sind.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 11, bei dem das
Ausbilden einer elektrischen Kontaktierung umfasst:
Bonden eines Kontaktdrahtes an ein aufderhalb des Chipmona-
tegebereichs befindliches Kontaktpad;

Bonden des Kontaktdrahtes an ein Kontaktpad auf dem optoe-
lektronischen Bauelement, wobei das Kontaktpad eine Teil-
schicht einer zur Lichtemission geeigneten Schichtenfolge

elektrisch kontaktiert.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, bei dem das
optoelektronische Bauelement an seiner dem Lot zugewandten

Seite eine reflektierende Schicht umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 13 bei dem das
optoelektronische Bauelement an seiner dem Lot abgewandten

Seite ein Kontaktpad umfasst.
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Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
X US 2006/289887 Al (BUI THONG [US] ET AL) 1-2,7-8,
28 December 2006 (2006-12-28) 11-12,14
paragraphs [0015] - [0018], [0025];
figure 8
X DE 10 2008 001221 Al (CERAMTEC AG [DE]) 1
30 October 2008 (2008-10-30)
paragraphs [0018], [0020]; figures
X W0 2008/040307 A2 (OSRAM OPTO 1-4,7-8,
SEMICONDUCTORS GMBH [DE]; SEWALD RAINER 14

[DE]; KIRSCH MARKUS)
10 April 2008 (2008-04-10)
page 5, 1line 5 - page 6, line 7

figures 3a-3d

page 16, line 30 - page 18, line 23;

S

m Further documents are listed in the continuation of Box C.

E See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

“A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

earlier document but published on or after the international
filing date

document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

nEn

aLn

"0

npn

"T* later document published after the intemational filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

“X* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-
.rm?'r;ts, 3uch combination being obvious to a person skilled
in the ant.

document member of the same patent famity

rye

g

Date of the actual completion of the international search

18 Marz 2010

Date of mailing of the international search report

02/06/2010

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

0tt, André
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C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category®

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

A

DE 25 28 000 Al (LICENTIA GMBH)
20 -January 1977 (1977-01-20)
claim 1; figure 6

DE 10 2005 031336 Al (OSRAM OPTO
SEMICONDUCTORS GMBH [DE])

16 November 2006 (2006-11-16)

EP 1 575 084 A2 (IMEC INTER UNI MICRO

ELECTR [BE])
14 September 2005 (2005-09-14)
claim 5

11

1-4,7-14

1-4,7-14

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT International annlication No.
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Box No. II  “Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

T

This international search report has not been established invrespcct of pcr‘gain_ claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

D Claims Nos.:

hecause they relate to ‘subject matter not required fo be searched by this Authority, namely

2 D Claims Nos.:

because they relate to parts of the international apphcatlon that do not comply with the prescrlbed requlrements to such an-
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. D Claims Nos.:

because they are dependent clalms and are not drafted in accor dance thh the second and thlrd sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Il Observations where unity of invention is lgcking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: .

see additional sheet

1. D As all required additional search fees were timely pald by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

D

As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

=

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. E No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

3-4 (completely) 1-2, 7-14 (in part)

Remark on Protest I:l The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

I:I No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)
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BoxNo.IV  Text of the abstract (Continuation of item 5 of the first sheet)

The Internatibnal Searching Authority has found that the international application contains
multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 3-4 (in full); 1-2, 7-14 (in part) *

Applying a solder-repelling solder stop layer and removing the solder stop layer in the

second partial region.

2. Claims 5-6 (in full); 1-2, 7-14 (in part)

Structuring the planar chip assembly region for producing the second partial region by
irradiating the first partial region with an optical light source, preferably a laser.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (3)) (July 2009)




|NTERNAﬂONALSEARCHREPORT

information on patent family members

International application No

PCT/DE2009/001693

Patent document
cited in search report

Publication
date

Patent family
member(s)

Publication
date

US 2006289887 Al 28-12-2006 WO 2007002193 Al 04-01-2007
DE 102008001221 Al 30-10-2008 CN 101687718 A 31-03-2010
EP 2142489 Al 13-01-2010
WO = 2008128945 Al 30-10-2008
“KR 20100017331 A 16-02-2010
US 2010089625 Al 15-04-2010
WO 2008040307 A2 10-04-2008  NONE
DE 2528000 Al 20-01-1977  NONE
'DE 102005031336 Al 16-11-2006 WO 2006119723 Al 16-11-2006
JP 2008545997 T 18-12-2008
KR 20080012964 A 12-02-2008
US 2008192153 Al 14-08-2008
EP 1575084 A2 14-09-2005  NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2009/001693

A.  KLASSIFIZIERUNG PES ANMELDUNGSGEGENSTANDE!

INV. HOIL25/16 HO1L33/48 sH05K1/02 HO1L21/48 HO1L23/373
ADD. HO1L33/64 ‘

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprafstoff (Klassifikationssystem und Kiassifikationssymbole )

HOIL HO5K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultiere elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie™ | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X US 2006/289887 Al (BUI THONG [US] ET AL) 1-2,7-8,
28. Dezember 2006 (2006-12-28) 11-12,14
Absatze [0015] - [0018], [0025];
Abbildung 8
X DE 10 2008 001221 A1 (CERAMTEC AG [DE]) 1
30. Oktober 2008 (2008-10-30)
Absatze [0018], [0020]; Abbildungen
X WO 2008/040307 A2 (OSRAM OPTO 1-4,7-8,
SEMICONDUCTORS GMBH [DE]; SEWALD RAINER 14
[DE]; KIRSCH MARKUS)
10. April 2008 (2008-04-10)
Seite 5, Zeile b - Seite 6, Zeile 7
Seite 16, Zeile 30 ~ Seite 18, Zeile 23;
Abbildungen 3a-3d
- / —_—
m Weitere Verdffentlichungen sind der Forisetzung von Feld C zu entnehmenm Siehe Anhang Patentfamilie
* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : M S;:jéte[je Ve}n;éffeg:@]itcgu?g, die r_!?fch tdl'em inte‘rjnatio_ntaler:j An_;ndeldedalum
wpw & : ; ; : - oder dem Priorititsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
A Vae,;g?i?él.ﬁglf; ’e(sjlc?ng:?satlalgggjig?vr\‘ asgizgeﬁgm'schmk definier, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zt?m Vergténdnis des der
N A . X Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
“E" 4lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum verbffentlicht worden ist "X" Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
“L" Verotffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser Verdfientlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentiichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Y* Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.., ausgefuhr) o N werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
0" Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, _ Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"P* VerdHentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritalsdatum verdffentlicht worden ist "&" Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
18. Marz 2010 02/06/2010
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde Bevollmachtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, L
ng:((++31-73) 340-3016 Ott, André

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

v PCT/DE2009/001693
C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN
Kategorie® | Bezeichnung der Verofentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
A DE 25 28 000 Al (LICENTIA GMBH) 11
20. Januar 1977 (1977-01-20)
Anspruch 1; Abbildung 6
A DE 10 2005 031336 Al (OSRAM OPTO 1-4,7-14
SEMICONDUCTORS GMBH [DE1)
16. November 2006 (2006-11-16)
Absatz [0169]; Abbildung 31

A EP 1 575 084 A2 (IMEC INTER UNI MICRO 1-4,7-14
ELECTR [BE]) S :

14. September 2005 (2005-09-14)
Anspruch 5

Formbtatt PCT/ISA/210 (Forisetzung von Blatt 2) {April 2005)



Internationales Aktenzeichen
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/DE2009/001693
Feld Nr. ! Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Geman Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fiir bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspriche Nr.

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche diese Behdrde nicht verpfiichtet ist, namlich

2. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Teile der intemationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre—

chen, dass eine sinnvolle intemationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich

3. D Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthélt:

siehe Zusatzblatt

1. |:| Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

3 D Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der
zusétzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung soicher Gebuhren aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fir die Gebiihren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriche Nr.

4. m Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéahnte Erfindung; diese ist in folgenden
Anspriichen erfasst:

3-4(vollstindig); 1-2, 7-14(teilweise)

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengebthren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebiihr gezahit.

Die zusétzlichen Recherchengebiihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

D Die Zahlung der zusétzlichen Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)




Internationales Aktenzeichen PCT/DE2009 /001693

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,
namlich: '

1. Anspriiche: 3-4(vollstandig); 1-2, 7-14(teilweise)

Aufbringen einer 1otabweisenden Lostopschicht und entfernen
der Lotstopschicht im zweiten Teilbereich

2. Anspriiche: 5-6(vollstdndig); 1-2, 7-14(teilweise)

Strukturieren des flachigen Chipmontagebereichs zur
Erzeugung des zweiten Teilbereichs durch Bestrahlen des
ersten Teilbereichs mit einer optischen Lichtquelle,
varzugsweise eines Lasers.




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verdftentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2009/001693

Im Recherchenbericht
angeflihrtes Patentdokument

Datum der

Verdffentlichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der

Veréffentiichung

US 2006289887 Al 28-12-2006 WO 2007002193 Al 04-01-2007
DE 102008001221 Al 30-10-2008 CN 101687718 A 31-03-2010
: EP 2142489 Al 13-01-2010
WO 2008128945 Al 30-10-2008
KR 20100017331 A 16-02-2010
_ US 2010089625 Al 15-04-2010
WO 2008040307 A2 10-04-2008 KEINE
DE 2528000 Al 20-01-1977 KEINE
DE 102005031336 Al 16-11-2006 WO 2006119723 Al 16-11-2006
JP 2008545997 T 18-12-2008
KR 20080012964 A 12-02-2008
US 2008192153 Al 14-08-2008
EP 1575084 A2 14-09-2005 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) {(April 2005)
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